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Halogenag&o de materiais semicondutores 2D

Conforme a miniaturizagdo de transistores de efeito de campo metal-6xido-
semicondutor (MOSFET) feitos a base de silicio chega ao seu limite, materiais semicondutores
2D se destacam como possiveis substitutos devido as suas dimensdes reduzidas. Dentre estes
materiais ha o dissulfeto de molibdénio, um dicalcogeneto de metal de transicdo (TMD) que
apresenta mobilidade de carga similar a do material utilizado atualmente e banda proibida direta
de 1,9eV, que ndo apenas permite seu uso em aplicacdes I6gicas como possibilita uma série de
finalidades em fotoeletrénica. Visando modificar e, com isso, adequar suas propriedades para
diferentes usos na microeletrénica, foi feito um estudo dos efeitos da dopagem do MoS; através
da halogenacéo. Exposicao ao difluoreto de xenénio e cloracdo fotoquimica foram as técnicas
escolhidas para atingir este objetivo. A reacdo de XeF> com MoS; causa a remogéo do enxofre
e incorporacao de flGor em uma Unica etapa, sendo o grau de fluoragéo diretamente proporcional
ao tempo de exposicao. A insercdo de cloro exige a criacdo de defeitos na estrutura do MoS2
induzidos por irradiagdo do mesmo com ions de argdnio (técnica na literatura conhecida como
sputtering) para entdo realizar a cloracdo fotoquimica. O sputtering cria vacancias de enxofre
que servem como pontos de incorporacdo para o cloro e a concentragdo destas vacancias
determina um balango entre a incorporacéo de Cl e a corrosédo do MoS,. Tais conclusdes foram
extraidas de analises de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) e reforcadas
por andlises de espectroscopia de retrodispersdo de Rutherford (RBS). Os resultados
demonstram o potencial destas técnicas relativamente simples para a modificacdo de uma
monocamada de MoS;.



